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1(2p)

2(2p)

En likspanningskalla matar en krets enligt figuren.

E=8V
Ri=Rs=12KkQ
AO
R2=R3=6kQ
[
Berakna:
a) Berdkna kretsens resulterande resistans. Lo

b) Berdkna den totala effektutvecklingen i kretsen.
) Berdkna spanningen 6ver Ri

d) Berdkna Stommen genom Ra.

Till ett okédnt nét anslots en yttre krets sdsom figuren
visar. Med R= 10 Q uppmattes [ =1,0 A och med R
=20 Q uppmattes I =0,8 A. Berdkna I for det fall da
R=10Q och E=0V.

Nat av
resistanser
och EMK

10V



3(2p)

En kondensator ar parallellkopplad med ett motstdnd. Motstandet ar 1 kQ och
kondensatorns kapacitans ar 1 uF. Kretsen matas fran en tongenerator som ger en
sinusformad spanning pa 5 V och med frekvensen 160Hz.

a) Berdkna spanningens toppvarde.
b) Berdkna strommen genom kondensatorn.
c) Berdkna strommen genom tongeneratorn.

d) Berdkna effekten som 6verfors fran tongeneratorn till till kretsen.

4(1p)

Till en likriktarbrygga ar ett
batteri anslutet. Batteriets
EMK E éar 12 V och dess
inre resistans ar 1 Q.
Diodframspanningsfallet
kan, for enkelhets skull,
anses vara 0V.

a) Vid ett tillfalle ar
momentanvardet u1 =10 V.

Berdkna, vid detta tillfalle, momentanvardena av i1 och iz .

b) Vid ett annat tillfdlle &r momentanvardet u1=-14 V.

Berakna nu momentanvardena av i1 och 2 .



5(2p)

I ett projekt ska man anvanda en starkt 455v
N . ?
lysande 3-fargs lysdiod, en kapsel som 45V
i praktiken innehaller tre lysdioder. De T
har gemensam anod.
Mikrokontroller Gron Rod BI&
RB2, RB1 och RBO &r beteckningarna PIC16F54 N R
pa mikrokontrollerns portpinnar. \‘ Ung \‘ Uor \‘ Upg
For dioderna galler:
Rs Rg Rg
Upbc=Ups=3 V och Upr=1,7V
RB2

Re=Rs=110 Q) och Rr=280 Q EEO
For Mikrokontrollern galler enligt dess |
datablad: =
VoL |Qutput Low Voltage

/O ports — — | os V |loL=8.5mA, VDD = 4.5V

OSC2/CLKOUT — — | os vV |loL= 1.6 mA, VDD = 4.5V

(RC mode)
VOH |Output High Voltage(®

/0 ports(?) VDD - 0.7 — — V' |IOH =-3.0 mA, VDD = 4.5V

OSC2/CLKOUT VDD -0.7 | — — V  |IoH=-1.3 mA, VDD = 4.5V

(RC mode)

P& ett annat stdlle i databladet star att Supply Current dr max 7,0 mA vid den

aktuella oscillatorfrekvensen

och  matningsspanning.

(Den

strom

som

mikrokontrollern behdver for att arbeta.) Mikrokontrollern dr programmerad sa att

lysdioderna lyser sa starkt som mojligt.

a) Berakna strommen genom den bla lysdioden.

b) Berakna effektutvecklingen i den bla lysdioden..



c) Berdkna effektutvecklingen i Rs.

d) Berdkna bidraget till effektutvecklingen i mikrokontrollern fran den bla lysdioden.



6(2p) For att mata en massa anvands en kraftgivare
(PW10A - en tojningsgivarbrygga fran HBM)

som du ser pa bilden till hoger.

Utsignalen dar 10 mV for full belastning 50 kg
och 0 mV vid 0 kg last dd& den matas med
spanningen

5V. Utsignalen ar
proportionell mot vikten. (Utsignal 2,0 mV/V enligt databladet.)

Hur stor ar Ucware vid 25 kg last?

Givaren ar inte ansluten till ndgon forstarkare.

direkt

40042
a) Givaren (tojningsgivarbryggan) kan symboliseras 4‘:'—3_
med en tvapolsekvivalent enligt figuren till hoger. +

U <> Ucivare

e

For att forstarka matsignalen ska bryggan anslutas till en forstarkare. Din uppgift ar
att berdkna forstarkarens utsignal vid de tva OP-forstarkarkopplingarna nedan.

b) Hur stor ar utsignalen Uurs om givaren ar belastad med 25 kg?

200 k{2
| I
2kQ
mE -
+ L 5
| +
Ugivare / | U
| - Yuts
o o

R

¢) Hur stor ar utsignalen Uurc om givaren ar belastad med 25 kg?



200 k{2

2kQ

.r___

UGIVARE

|
|
|
|
|
|
|
|
i
O



7(2P)

Skriv ett program for MET-kontrollern som kontinuerligt laser av A/D-omvandlarens
kanaler 2 (pf.2) och 3 (pf.3) och redovisar vilken av dessa tva som ar storst enligt

foljande:
+5V
Vridpot.
ey Lysd|od (3st)
Skjutpot.
+ 5 \Y, \
pc35 | DISPLAY
pf.0
1 i1 MET-
+5V kontrollern +6-24V
|
b.4+pb.7
Knapp 1-3 [lj o PtW"M g0 oo
utgan
I\ pc.0-2 ¥ J;
pb.5 ——> PWM-utgang 1
pf.2-7 pe.0-7

1 T Dig. In- och utgangar
A/D-ingangar

Om kanal 2 har storst varde skall tva lysdioder tandas.
Om kanal 3 har storst varde skall en lysdiod tandas.
Lysdioderna ar anslutna till pc.3 och pc.4.

Anvand programskelettet nedan:

#include <gnu_met3.h>
void main(void)

{

while(l)
{



8(2p)

-’

En resistiv last drivs med hjalp av en transistor av typen ... ... ...
BUZ73L, se vidstdende figur. Omgivningstemperaturen ar 40°
C.

a) Foresla en spanning som gatepinnen skall ha som hog
niva samt resulterande strém in pa drainpinne?

(0} N
BUZT3L

b) Vilken termisk resistans skall en kylflins ha for att substratet (chip pa
engelska, vanligen indexerad j) ej skall bli 6verhettat? Du kan anta att kylflansen

sitter monterad direkt mot transistorn utan termisk resistans emellan de tva.



SIPMOS © Power Transistor

= M channel
= Enhancement mode
» Avalanche-rated

» Logic Level

VPTOAT 53

Fin 3

w

Type Vps in Rpsjon)

Package

Crdering Code

BUZTIL 200w TA 0.4 02

TO-220 AB

CETOTE-51328-42

Maximum Ratings

Paramester

Symbol Values

Continugus drain current

Te=28°C

I

Pulsed drain current

Te=25°C

Avalanche current,limited by Tipay

Avalanche energy.periodic limited by Tjrrax

Avalanche energy. single pulse
=74 Vpp=50V. Rgs=25101
L=367mH, Tj=25"C

ra

Gate source voltage

=
]
1]
H
k2
=R =]

ESD-Sensitivity HBM as per MIL-5TD 283

Class 1

Power dissipation

To=25°C

Operating temperature

Storage temperaturs

Thermal resistance, chip case

Rihic 237

KW

Thermal resistance, chip to ambient

R 75

Infineon
Y i

BUZ 73L

Electrical Characteristics, at T_I = 25°C, unless otherwise specified

Parameter

Symbol

Values

Unit

min. |typ. | max.

Static Characteristics

Crain- source breakdown voltags

Vgs=0V, lp=0.25mA, T;=25°C

ViEross

Gate threshold voltage

'I.-"GS=L"':|5_ I'D =1 m&

Vasih)

Zero gate voltage drain current IDss

(&)
["":;

Ve =200V, Vgg =0V, T, =25

R
tn
0

Voe =200V, Vgs =0V, T =1

HA

Gate-source leakage current el

Vs =20V, Vpg=0V

nA

Crain-Source on-resistance

Vgs=5V. Ip=254A

Fnsien)




Typ. output characteristics
Ib = [(Vps)
parameter: t, = 80 us

16
A
VesM |
ID " a 20 |
T d b 25
c 30 4
10 d 35 |
e 4.0
f 45 ]
8 g 507
h 55 4
~ c i 60
6 N . 7
.. j 7.0
N k 80
4 I 1007
b
2
0 a
0 2 4 6 8 v 12
» |I/DS
Typ. transfer characteristics Iy = 7 (Vgg)
parameter: rp =80 ps
VDps22 X Ip X Rps(on)max
18 F
A /
Iy 14 /
T 12 /
10 /
: !
G /
4 /
11
0 A
c 1 2 3 4 5 6 7 8 VvV 10
— Vg

Typ. drain-source on-resistance

Rbs (on) = flip)
parameter: Vg

1.3
Q

1.1

Ds (on) 1.0

T 08
0.8

0.7

0.6 7

0.5 " //

04 —

03

0

02
Veg V1=

0.1 a b ¢ d e f g h i
’ 25 30 35 40 45 50
0.0

k

|
55 60 70 80 100

0 2 4 6 8 10

Typ. forward transconductance g, = f(/p)
parameter: tp = 80 ps,

Vbs22 X Ip X Rps(on)max

12

S

10

0 2 4 ] 8 10 12

A

15



1(2p)

Vj (Qrﬁ)é'\t

3(2p)

LOSNINGAR TILL TENTAMEN I ELEKTROTEKNIK FOR MEDIA ocH CL, MF1035

2013-08-23
1 1 1 3 . . .

a) —=—+—=—-=R,; =4kQ samma galler for parallellkopplingen av Rz och
R, R Ry 12kQ

Ra. R,, =4kQ

Dessa parallellkopplade motstand &r i sin tur seriekopplade R, = R;; + R,, =8kQ

b) Totala strommen fran E blir: | = E =1mA och effekten som E avger utvecklas i
tot

kretsen: P =E-| =8mW
¢) Spanningen Over Riz ar: U,; = R;; -1 =4V och denna spanning ligger dven over R
och Rs. Spanningen 6ver Ri ar darfor 4 V.

d) Spanningen 6ver Rs dar 4V enligt i ovan och strommen genom Rs blir darfor

20,
R, 3

ter néatet till vanster med dess ekvivalentatvapol. De bada givna arbetspunkterna ger
damed hjalp av Kirchhoffs spanningslag foljande:

1)R=Ri=10Q ochI=L=1AgerU=10+10=20V
Kirchhoffs spanningslag E, — R, -1A-20V =0
2)1)R=R:=20Q ochI=1>=08Ager U=10+20%0.8=26V
Kirchhoffs spanningslag igen E, —R, -0,8A-26V =0

Harur far vi Rk =30 Q och Exk=50 V

E. 50

Om den yttre kretsens emk =0 och R=10Q farvi | =
Rc+10 40

=125A




A
az U‘V?Urgs"l/:27y
b 3 = L, - , -
~ s A
_ /66 /42 -
C/ o~—,>i_-.._______ s
+ _ T %Z L I(_
[0 [] = g
@\I_/ -Z_;Z
F = 5!/

0/ P=UT cng= 5V 5oun = 25wl
/ L_v_:if SV 5w = 25mW
L/Z -

4(1p) a)Dioderna sparrar da E>ui.i2= 0A,ii= 0 A
14-12

b) i, = =2A, iy = -1, = —2A da helvagslikriktning vander negativ inspanning
till positiv utspanning.

5(2p)
a) Kirchhoffs spanningslag ger:
E-1-R;-Uy,-06=0

_E-Uy—06 45-30-06
R, 110

I =8,2mA

b) Ps =3-8,2mW = 24,5mW
c) Py =110-0,0082°W =7,4mW
d) P, =0,6-82mW =4,9mwW

6(2p) a) Ucvare =5 mV.

b) Givaren ansluts till en ickeinverterande OP-forstarkarkoppling med
signalforstarkningen Fs=1+200/2 ggr=101 ggr.



7(2P)

8(2p)

Uurs=5 mV*101=0,505 V
c¢) Givaren ansluts till en ickeinverteranse OP-forstarkarkoppling med

signalforstarkningen Fs=-200/2 ggr=-100 ggr.

Bryggans resistans kan inte forsummas vid den inverterande kopplingen varfor vi
berdknar signalforstarkningen med hansyn tagen till givarresistansen 400 Q till Fs=-
200/(2+0,4) ggr=-83,3 ggr.

Uurc=-5mV*83,3=-0,417 V

// max.c, ett program for MET-kontrollern

// Programmet laser kontinuerligt av A/D-omvandlarens kanaler
// 2 och 3

// samt visar vilken kanal som har maxvarde mha lysdioder.

#include <gnu_met3.h> // Infogar bibliotek med kommandon
// och funktioner

void main(void) // Sjéalva programslingan
{
int kl1,k2; //Deklaration av
//heltalsvariablerna
// k1 och k2
init_met();
while(l) // Evighetsloop!
{
kl = GET_AD(2);

k2 = GET_AD(3);

if(kl > k2){
CLR_BIT(pc,3);
CLR_BIT(pc,4);

by
else{
CLR_BIT(pc,3);
SET BIT(pc,4);
by

+

}// Programslingans slut



5

a) D4 lasten pa 6 Q ar inkopplad ligger forhoppningsvis nastan hela spanningen pa
24 V over lasten. Strommen Ip blir da lite lagre dan 24/6 = 4A. I diagrammet ”drain
source on-resistance” finns ett antal kurvor for olika Ves. Om vi gér in pa Ip axeln
laser vi av olika Rason beroende pd vilken Ves kurva vi véljer. Lagt Rason dr Onskvart
och om vi anvander vart berdknade 4A viarde sd kan vi vilja nagon av kurvorna d
till k och fa Rason till 0,3 ohm. Vi véljer t ex kurva f som motsvarar

Ves =5V.

Nu kan vi gora en ny berdkning av Ip 24V —6Q-1, -0,3Q-1, =0 ger Ip = 3,8 A.
Nogrannare ar svart att f& med tanke pa det diagram vi har.

b) Forlusteffekten i transistorn blir P, =R, - 13 = 4,3W

dson

Om omgivningstemperaturen antas vara 40°C och den tillatna temperaturen ar
150°C blir tillaten temperaturhojning 110°C.

110°C = (Ryes + Royc )-43W dér Ry, =3,1 K/W ger Ry, =22,5K/W (1° C = 1K relativt
sett) helst lagre sa kylningen blir annu battre, vi har dessutom férsummat lite termisk
resistans mellan transistorn och till kylflansen.
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